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· 	Widerstandsnetzwerke
· 	Einzelwiderstände
· 	Thermosensoren
· 	Druck-, Kraft- und Dehnungssensoren
· 	Aufbau- und Verbindungsstrukturen
· 	Auftragsentwicklung

DÜNNFILM-TECHNOLOGIE 
für die Herstellung elektronischer Bauelemente
und Mikrosysteme



S     · TFT – SIEGERT Thinfilm Technology GmbH

Ihr Partner mit führender Kompetenz bei der Entwicklung und Fertigung komplexer Produkte in Dünnfilmtechnik. Unser Name 
steht für herausragende Qualität, höchste Zuverlässigkeit und hochentwickelte Technologie.

Als interdisziplinäres Unternehmen bieten wir die Fertigung hochpräziser elektronischer Bauelemente und Systeme in Dünnfilm- 
technik von Musterstückzahlen bis hin zur Großserie an. Daneben ist auch die technologie- und produktorientierte Entwicklung 
und die Forschung im Bereich der Dünnfilm- und Nanotechnologie ein Bestandteil unseres Leistungsspektrums. 

In unseren Gebäuden, die über eine Nutzfläche von 6.500 Quadratmetern mit 650 Quadratmeter Reinraum verfügen, ent- 
stehen sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische Komponenten aus den Bereichen der Sensorik (Druck, Kraft, 
Temperatur und Strömung), der Präzisionswiderstandstechnik (Einzelwiderstände und Netzwerke) und der Funktionsbeschich- 
tungen (Schaltungsträger). Einsatz finden unsere Produkte in den verschiedensten Branchen wie z. B. Industrieautomation, 
Mess- und Regeltechnik, Hydraulik, Luft- & Raumfahrttechnik und Hochfrequenztechnik.

Mit mehr als 90 Mitarbeitern in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion und einer modernen Anlagentech- 
nik entstehen bei uns hochwertige Dünnfilmbauelemente, die auch in Bereichen mit extremen Anforderungen höchste Ansprü-
che an Qualität, Präzision, Funktionalität und Zuverlässigkeit erfüllen.

Die SIEGERT TFT GmbH ist seit der Gründung im Jahre 1992 ein hochinnovatives Unternehmen. Dank unserem Team aus 
hochqualifizierten Forschern und Entwicklern setzen wir mit innovativen Technologien Maßstäbe und bestimmen Trends für 
die Zukunft.
 
Eng verflochten mit anderen Dienstleistern, Hochschulen und Forschungsinstituten, haben wir zu Gunsten unserer Anwender  
ein weitreichendes Netzwerk aufgebaut, um hochwertige Produkte und Leistungen anbieten zu können.

Geschäftsführer:
Dr.- Ing. Hartmut Wottawa
Dr. Franz Josef Eckle www.siegert-tft.de
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Merkmale
·	Dünnfilmtechnik auf oxidiertem Si-Substrat oder Keramik
·	Standardtypen und kundenspezifische Ausführungen
·	Einsatzvorteile sind die hervorragenden Relativparameter von Toleranz, TK und Drift
·	 RoHS – konform  

 Baugröße SOT 223 SOP 
8

SOP
14

SOP
16

SOP
18 L

SOP
20 L

SSOP
14 - 20

  Belastbarkeit
  P70 (mW)
  (P125 = 0 mW)

250 250 250 250 400 500 250

  Wertebereich 5R/5M 5R/10M 5R/10M 5R/10M 5R/10M  5R/10M 5R/10M

Technische Daten

1) Temperaturbereich 0 ... + 75 °C; 2) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth.1; 3) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth.1A
Andere Parameter auf Anfrage.

 Langzeitstabilität R-Tol. < 0,25 % R-Tol. ≥ 0,25 %

1.000 h 10.000 h 1.000 h 10.000 h
 Lagerung 125 °C
 Dauerlast P70/70 °C

 absolut
 relativ

<± 0,02 %
< 0,005 %

<± 0,06 %
< 0,02 %

<± 0,05 %
< 0,01 %

<± 0,1 %
< 0,05 %

 Lagerung 155 °C  absolut
 relativ

<± 0,1 %
< 0,05 %

<± 0,2 %
< 0,1 %

<± 0,2 %
< 0,1 %

<± 0,5 %
< 0,2 %

 Feuchte Wärme
 (56 d/40 °C/96 %)

 absolut
 relativ

<± 0,05 %
< 0,01 %

<± 0,10 %
< 0,05 %

 Isolationsspannung   100 VDC Siliziumsubstrat, 1.000 VDC Keramiksubstrat

R-Tol.  absolut
 relativ

 ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1 %
 < 0,025; < 0,05; < 0,1 %

TKR  absolut
 relativ

 ± 51); ± 10; ± 25; ± 50 ppm/K
 0,51); 1; 2; 5; 10 ppm/K

Betriebstemperaturbereich  - 55 °C ... + 125 °C 
 

Lötbarkeit 2)

Lötwärmebeständigkeit 3)
 245 °C; 3 s
 260 °C; 10 s

Widerstandsnetzwerke 
im SMD - Gehäuse

Typenreihe SCN
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Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Es sind beliebige
	 Schaltungen möglich.
·	 Parameter der Wider-		
	 stände werden vom
	 Kunden vorgegeben. 	  
· Kundenspezifisches
	 Layout wird in eigener 		
	 Entwicklungsabteilung	     
	 entworfen und
	 technologisch umgesetzt.
·	Bei Anwendungen im		
	 Frequenzbereich ab
	 10 kHz wird der
	 Einsatz von Keramik-		
	 substraten empfohlen.

Bestellangaben
·	Bauform	
·	Widerstandswerte
	 und Toleranz
	 (absolut & relativ)
·	 Temperaturkoeffizient 
	 (absolut & relativ)
·	Verschaltung der
	 Widerstände
·	Elektrische Belastung 
·	Arbeitstemperaturbereich
·	Sonderforderungen
·	Stückzahl, Liefertermin

Lieferform
·	Stangenmagazin
·	 lose verpackt
·	gegurtet

Baugrößen
·  SOT 223
·  SOP 8, SOP 14, SOP 16, SOP 18 L, SOP 20 L
·  SSOP 14, SSOP 16, SSOP 18, SSOP 20

Angaben in mm

  Gehäuse D 
nom

E 
nom

A
nom

A1 He
nom

e Lp 
nom

bp C

   SOP 8 4,90 3,90 1,75 0,15 6,0 1,27 0,72 0,41 0,20
   SOP 14 8,65 3,90 1,75 0,15 6,0 1,27 0,72 0,41 0,20
   SOP 16 9,90 3,90 1,75 0,15 6,0 1,27 0,72 0,41 0,20
   SOP 18 L 11,58 7,49 2,54 0,20 10,31 1,27 0,76 0,41 0,27
   SOP 20 L 12,80 7,49 2,54 0,20 10,31 1,27 0,76 0,41 0,27
   SSOP 14 4,90 3,90 1,75 0,15 6,0 0,635 0,72 0,26 0,20
   SSOP 16 4,90 3,90 1,75 0,15 6,0 0,635 0,72 0,26 0,20
   SSOP 18 8,65 3,90 1,75 0,15 6,0 0,635 0,72 0,26 0,20
   SSOP 20 8,65 3,90 1,75 0,15 6,0 0,635 0,72 0,26 0,20

Einzelwiderstände Stromteiler Spannungsteiler

Schaltungsbeispiele  

SOP und SSOP SOT 223

Abmessungen	
A D

EH
e

A1

C Lp

L

n

1

bp e Z

0.28

0.08

16°16°

1.80

6.5

3.0

3.
5

7.
0

1 2 3

0.7 2.3 0.95

4.6

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Merkmale
· 	Dünnfilmtechnik auf oxidiertem Si - Substrat oder Keramik
·	Standardtypen und kundenspezifische Ausführungen
·	Einsatzvorteile sind die hervorragenden Relativparameter von Toleranz, TK und Drift 	
·	Geeignet für Funktionsabgleich mit Laser
·	RoHS – konform  

  Langzeitstabilität R-Tol. < 0,25 % R-Tol. ≥ 0,25 %

  Lagerung 125 °C / 1.000 h – absolut <± 0,02 % <± 0,05 %

  Lagerung 125 °C / 1.000 h – relativ < 0,005 % < 0,01 %

Typenreihe SRN

Widerstandsnetzwerke 
für Bondtechnik

Technische Daten

Die Bauelemente sind ausreichend vor Umwelteinflüssen zu schützen.
1) Temperaturbereich 0 … + 75 °C, Widerstandswerte gleich 
Andere Parameter auf Anfrage.

 Belastbarkeit P70

25 mW/mm2 
10 mW/mm2 für Ultra-Präzisionsanwendungen

 Wertebereich
 5 Ω ... 10 MΩ

 (abhängig von der Chipfläche)

 Isolationsspannung  100 VDC Silizium, 1.000 VDC Keramik

R-Tol.  absolut
 relativ

 ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1 %
 < 0,025; < 0,05; < 0,1 %

TKR  absolut
 relativ

 ± 51); ± 10; ± 25; ± 50 ppm/K
 0,51); 1; 2; 5; 10 ppm/K

Betriebstemperaturbereich  - 55 °C ... + 125 °C
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Abmessungen
·  Chipgröße: 
	 minimal: 0,50 x 0,50 mm2  
	 maximal: 6,00 x 10,00 mm2

·  Dicke: 
	 0,260 mm ± 0,05 (Si)
	 0,380 mm ± 0,05 (Keramik)

·  Kontaktflächengröße: 
	 minimal: 0,10 x 0,10 mm2  

·  Kontaktflächenmaterial: 
	 Aluminium oder Gold 
	 (US-/TS-bondbar)

Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Es sind beliebige 
	 Schaltungen möglich.
·	 Parameter der Wider-		
	 stände werden vom
	 Kunden vorgegeben. 		
· Kundenspezifisches
	 Layout wird in eigener 		
	 Entwicklungsabteilung	     
	 entworfen und
	 technologisch umgesetzt.
·	Bei Anwendungen im		
	 Frequenzbereich ab
	 10 kHz wird der
	 Einsatz von Keramik-		
	 substraten empfohlen.

Bestellangaben
·	Widerstandswerte
	 und Toleranz
	 (absolut & relativ)
·	 Temperaturkoeffizient 
	 (absolut & relativ)
·	Verschaltung der
	 Widerstände
·	Elektrische Belastung / 		
	 Chipabmessung
·	Arbeitstemperaturbereich
·	Sonderforderungen
·	Stückzahl, Liefertermin

Lieferform
·	Chip Trays
·	Wafer geinkt
·	Wafer gesägt auf Folie

Einzel-
widerstand

Spannungs-/
Stromteiler

Einzel-
widerstand

Schaltungsbeispiele
Baugröße:

0,50 x 0,50 mm2 und               ≥ 1,60 x 2,00 mm2

0,76 x 0,76 mm2                

Stromteiler Spannungsteiler

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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  Langzeitstabilität R-Tol. < 0,25 % R-Tol. ≥ 0,25 %

Lagerung 200 °C / 1.000 h – absolut <± 0,20 % <± 0,25 %

Lagerung 200 °C / 1.000 h – relativ < 0,05 % < 0,05 %

Typenreihe SRN-HT

Widerstandsnetzwerke 
für Bondtechnik [Anwendungen bis 200 °C]

Merkmale
· 	Dünnfilmtechnik auf oxidiertem Si - Substrat oder Keramik
·	Standardtypen und kundenspezifische Ausführungen
·	Einsatzvorteile sind die hervorragenden Relativparameter von Toleranz, TK und Drift 	
·	Geeignet für Funktionsabgleich mit Laser
·	RoHS – konform  

Technische Daten

Die Bauelemente sind ausreichend vor Umwelteinflüssen zu schützen.
1) Temperaturbereich 0 … + 75 °C, Widerstandswerte gleich 
Andere Parameter auf Anfrage.

 Belastbarkeit P70

25 mW/mm2 
10 mW/mm2 für Ultra-Präzisionsanwendungen

 Wertebereich
 5 Ω ... 10 MΩ

 (abhängig von der Chipfläche)

 Isolationsspannung  100 VDC Silizium, 1.000 VDC Keramik

R-Tol.  absolut
 relativ

 ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1 %
 < 0,025; < 0,05; < 0,1 %

TKR  absolut
 relativ

 ± 51); ± 10; ± 25; ± 50 ppm/K
 0,51); 1; 2; 5; 10 ppm/K

Betriebstemperaturbereich  - 55 °C ... + 200 °C
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Abmessungen
·  Chipgröße: 
	 minimal: 0,50 x 0,50 mm2  
	 maximal: 6,00 x 10,00 mm2

·  Dicke: 
	 0,260 mm ± 0,05 (Si)
	 0,380 mm ± 0,05 (Keramik)

·  Kontaktflächengröße: 
	 minimal: 0,10 x 0,10 mm2  

·  Kontaktflächenmaterial: 
	 Aluminium oder Gold 
	 (US-/TS-bondbar)

Widerstandsnetzwerke 
für Bondtechnik [Anwendungen bis 200 °C]

Schaltungsbeispiele
Baugröße:

0,50 x 0,50 mm2 und               ≥ 1,60 x 2,00 mm2

0,76 x 0,76 mm2                  

Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Es sind beliebige 
	 Schaltungen möglich.
·	 Parameter der Wider-		
	 stände werden vom
	 Kunden vorgegeben. 		
· Kundenspezifisches
	 Layout wird in eigener 		
	 Entwicklungsabteilung	     
	 entworfen und
	 technologisch umgesetzt.
·	Bei Anwendungen im		
	 Frequenzbereich ab
	 10 kHz wird der
	 Einsatz von Keramik-		
	 substraten empfohlen.

Bestellangaben
·	Widerstandswerte
	 und Toleranz
	 (absolut & relativ)
·	 Temperaturkoeffizient 
	 (absolut & relativ)
·	Verschaltung der
	 Widerstände
·	Elektrische Belastung / 		
	 Chipabmessung
·	Arbeitstemperaturbereich
·	Sonderforderungen
·	Stückzahl, Liefertermin

Lieferform
·	Chip Trays
·	Wafer geinkt
·	Wafer gesägt auf Folie

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Einzel-
widerstand

Spannungs-/
Stromteiler

Einzel-
widerstand

Stromteiler Spannungsteiler
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Merkmale
·	Dünnfilmtechnik auf Keramiksubstrat
·	Standardtypen und kundenspezifische Ausführungen
·	Einsatzvorteile sind die hervorragenden Relativparameter von Toleranz, TK und Drift
·	 Steckbauelemente oder SMT - Montage (SIL, DIL, SMD)
·	RoHS – konform  

Typenreihe HPN

1) Temperaturbereich 0 ... + 75 °C; 2) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth.1; 3) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth.1A

  Langzeitstabilität 1.000 h 10.000 h

  Lagerung 125 °C
  Dauerlast P70/70 °C

 absolut
 relativ

<± 0,1 %
< 0,02 %

<± 0,3 %
< 0,1 %

  Überlast (100 % /10 s)  absolut
 relativ

<± 0,05 %
< 0,01 %

  Feuchte Wärme
  (56 d/40 °C/96 %)

 absolut
 relativ

<± 0,1 %
< 0,02 %

Widerstandsnetzwerke 

Technische Daten

 Belastbarkeit P70

20 mW/mm2 
10 mW/mm2 für Hochpräzisionsanwendungen

 Wertebereich  5 Ω ... 10 MΩ

 Isolationsspannung  300 VDC (Sonderbauform 1.000 VDC) 

R-Tol.  absolut
 relativ

 ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1 %
 < 0,025; < 0,05; < 0,1 %

TKR  absolut
 relativ

 ± 51); ± 10; ± 25; ± 50 ppm/K
 21); 5; 10 ppm/K

Betriebstemperaturbereich  - 40 °C ... + 125 °C

Lötbarkeit 2) 245 °C 3 s

Lötwärmebeständigkeit 3) 260 °C 10 s
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Bauformen

·  SIL
·  DIL
·  SMD

Andere Abmessungen und Bauformen auf Anfrage.

Abmessungen

Bauform

SIL
H = 6,0; 8,0; 11,0; 13,5 mm
R = 1,27; 2,54 mm
L = R x Anzahl Anschlüsse

DIL
A = 7,5 mm; 10 mm
B = 5 mm; 7,5 mm
C = 0,6 ... 0,75 mm

SMD
A = 7,5 mm; 10 mm
R = 1,27; 2,54 mm
L = R x Anzahl Anschlüsse

SpannungsteilerStromteiler

Schaltungsbeispiele  

1 n-12 n

n21
n-1 n1 2 3

Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Es sind beliebige 
	 Schaltungen möglich.
·	 Parameter der Wider-		
	 stände werden vom
	 Kunden vorgegeben. 		
· Kundenspezifisches
	 Layout wird in eigener 		
	 Entwicklungsabteilung	     
	 entworfen und
	 technologisch umgesetzt.

Bestellangaben
·	Widerstandswerte
	 und Toleranz
	 (absolut & relativ)
·	 Temperaturkoeffizient 
	 (absolut & relativ)
·	Verschaltung der
	 Widerstände
·	Elektrische Belastung,		
	 max. Abmessungen 
·	Arbeitstemperaturbereich
·	Sonderforderungen
·	Stückzahl, Liefertermin

Lieferform
·	 in Tiefziehfolie verpackt

Einzelwiderstände

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Merkmale
·	Bauartspezifikation CECC 40 401-801
·	Erweitertes Wertespektrum in allen Bauformen
·	Enge R-Toleranzen (bis 0,05 %)
·	Niedriger TKR (bis 5 ppm/K)
·	Extrem rauscharm
· 	Spannungsfest bis 300 VDC
·	RoHS – konform  

Chipwiderstände

Typenreihe CMF

  Baugröße Stabilitätsklasse 0603 0805 1206 2512

  Belastbarkeit P70 (mW)
0,5; 1 65 125 250 750

0,1 32 50 100 400

  Isolationsspannung 
  (VDC)

0,1; 0,5; 1 100 200 300 300

Stabilitätsklassen nach CECC 40 401-801

Technische Daten (baugrößenabhängig) 1)

Wertebereich
0603

TKR/R-Tol.
0805

TKR/R-Tol.
1206

TKR/R-Tol.
2512

TKR/R-Tol.

5R1 - < 10R ≤ TK 25/≤± 0,1 %   ≤ TK 25/≤± 0,1 % ≤ TK 25/≤± 0,1 % ≤ TK 25 ≤± 0,1 %

10R - < 47R ≤ TK 10/≤± 0,1 %   ≤ TK 10/≤± 0,1 %  ≤ TK 10/≤± 0,1 %  ≤ TK 10 ≤± 0,1 %

47R - <100R ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5 ≤± 0,05 %

100R - 10K ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5 ≤± 0,05 %

> 10K - 100K  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5 ≤± 0,05 %

> 100K - 332K ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5 ≤± 0,05 %

> 332K - 511K -  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5 ≤± 0,05 %

> 511K - 1M -  ≤ TK 5/≤± 0,05 % ≤ TK 5/≤± 0,05 % ≤ TK 5 ≤± 0,05 %

> 1M - 2M - ≤ TK 5/≤± 0,1 %  ≤ TK 5/≤± 0,1 %  ≤ TK 5 ≤± 0,5 %

> 2M - 5M - -  ≤ TK 15/≤± 0,1 %  ≤ TK 10 ≤± 0,1 %

> 5M - 15M - - - ≤ TK 10 ≤± 0,1 %

1) TKR – Klasseneinteilung [ppm/K]: 5; 10; 15; 25; 50
    R-Toleranzklasseneinteilung [%]: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1

Die Angaben in der Tabelle sind die 
bestmöglich erreichbaren Werte. Andere Parameter auf Anfrage.
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Baugrößen
RR0603, RR0805, RR1206, RR2512

Baugröße metrisch L B D C

RR0603 RR1608M 1,6± 0,1 0,8 ± 0,1 0,45 ± 0,1 0,3 ± 0,2

RR0805 RR2012M 2,0 ± 0,1 1,25 ± 0,1 0,55 ± 0,1 0,4 ± 0,2

RR1206 RR3216M 3,2 ± 0,2 1,6 ± 0,15 0,55 ± 0,1 0,5 ± 0,2

RR2512 RR6332M 6,3 ± 0,2 3,2 ± 0,2 0,55 ± 0,2 0,5 ± 0,2

(L=Länge, B=Breite, D=Dicke, C=Breite Umkontakt in mm)

Abmessungen

Bestellangaben

Beispiel:		  CMF 0805 - 100 K ± 0,1 % - TK 15 - gegurtet
Typ Wert Toleranz TK Lieferform, falls

nicht lose verpackt

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich: 	 - 55 °C ... + 125 °C
Lötbarkeit (RoHS – konform):	 245 °C; 3 s
Lötwärmebeständigkeit:	 260 °C; 10 s

 Langzeitstabilität 47 Ω -15 MΩ < 47 Ω

 Lagerung 125 °C/1.000 h <± 0,15 % <± 0,25 %

 Lagerung 155 °C/1.000 h <± 0,35 % <± 0,5 %

 Dauerlast P70/70 °C/1.000 h <± 0,1 % <± 0,25 %

 Feuchte Wärme (56 d / 40 °C / 96 %) <± 0,15 % <± 0,5 %

 Daten soweit nicht spezifiziert: CECC 40 401-801

Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Parameter werden vom
	 Kunden vorgegeben.

·	Widerstandswert

·	 R-Tol.

·	 TKR

·	Bauform

·	Arbeitstemperaturbereich

·	Sonderforderungen

Lieferformen
·	 lose verpackt oder
	 Blistergurt nach
	 DIN IEC 60286-3
	 (Gurtbreite: 8 mm, 
	 Spulendurchmesser:
	 180 mm)
· 	Mindestmenge
	 lose verpackt: 
	 100 Stück pro Wert
· 	Mindestmenge
	 für Gurtung: 
	 500 Stück pro Wert

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Merkmale
·	 Bauartspezifikation CECC 40 401-801
·	 Erweitertes Wertespektrum in allen Bauformen
·	 Enge R-Toleranzen (bis 0,05 %)
·	 Niedriger TKR (bis 5 ppm/K)
·	 Extrem rauscharm
·	 Hochspannungsfest bis 1.000 VDC
·	 RoHS – konform  

  Baugröße Stabilitätsklasse 1206 2512

  Belastbarkeit P70 (mW)
0,5; 1 250 750

0,1 100 400

  Isolationsspannung (VDC) 0,1; 0,5; 1 1.000 1.000

Technische Daten (baugrößenabhängig) 1)

Wertebereich 1206
TKR/R-Tol.

2512
TKR/R-Tol.

   5R1 - < 10R ≤ TK 25/≤± 0,1 % ≤ TK 25/≤± 0,1 %

   10R - < 47R ≤ TK 10/≤± 0,1 %  ≤ TK 10/≤± 0,1 %

   47R - <100R ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %

   100R - 10K ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %

   > 10K - 100K ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %

   > 100K - 332K ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %

   > 332K - 511K ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %

   > 511K - 1M ≤ TK 5/≤± 0,05 %  ≤ TK 5/≤± 0,05 %

   > 1M - 2M ≤ TK 5/≤± 0,1 %  ≤ TK 5/≤± 0,1 %

   > 2M - 5M ≤ TK 15/≤± 0,1 %  ≤ TK 10/≤± 0,1 %

   > 5M - 15M -  ≤ TK 10/≤± 0,1 %

Stabilitätsklassen nach CECC 40 401-801

Chipwiderstände
[spannungsfest bis 1.000 VDC]

Typenreihe CRV

1) TKR – Klasseneinteilung [ppm/K]: 5; 10; 15; 25; 50
    R-Toleranzklasseneinteilung [%]: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1

Die Angaben in der Tabelle sind die 
bestmöglich erreichbaren Werte. Andere Parameter auf Anfrage.
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Bestellangaben

Beispiel:		  CRV 1206 – 1M00 ± 0,1 % - TK 15 - gegurtet

Typ Wert Toleranz TK Lieferform,falls
nicht lose verpackt

Baugröße metrisch L B D C

RR1206 RR3216M 3,2 ± 0,2 1,6 ± 0,15 0,55 ± 0,1 0,5 ± 0,2

RR2512 RR6332M 6,3 ± 0,2 3,2 ± 0,2 0,55 ± 0,2 0,5 ± 0,2

(L=Länge, B=Breite, D=Dicke, C=Breite Umkontakt in mm)

Abmessungen

Daten soweit nicht spezifiziert: CECC 40 401-801

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich: 	 - 55 °C ... + 125 °C
Lötbarkeit (RoHS – konform):	 245 °C; 3 s
Lötwärmebeständigkeit:	 260 °C; 10 s

 Langzeitstabilität 47 Ω -15 MΩ < 47 Ω

 Lagerung 125 °C/1.000 h <± 0,15 % <± 0,25 %

 Lagerung 155 °C/1.000 h <± 0,35 % <± 0,5 %

 Dauerlast P70/70 °C/1.000 h <± 0,1 % <± 0,25 %

 Feuchte Wärme (56 d / 40 °C / 96 %) <± 0,15 % <± 0,5 %

Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Layoutanpassung
	 möglich
·	 Parameter werden vom
	 Kunden vorgegeben.

·	Widerstandswert

·	 R-Tol.

·	 TKR

·	Bauform

·	Arbeitstemperaturbereich

·	Sonderforderungen

Lieferformen
·	 lose verpackt oder
	 Blistergurt nach
	 DIN IEC 60286-3
	 (Gurtbreite: 8 mm, 
	 Spulendurchmesser:
	 180 mm)
· 	Mindestmenge
	 lose verpackt: 
	 100 Stück pro Wert
· 	Mindestmenge
	 für Gurtung: 
	 500 Stück pro Wert

Baugrößen
RR1206, RR2512

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Chipnetzwerke (Doppelwiderstand) 

Merkmale
·	 Enge R-Toleranzen (bis 0,05 % rel.)
·	 Niedriger TKR (bis 2 ppm/K rel.)
·	 Extrem rauscharm
·	 Spannungsfest bis 300 VDC
·	 RoHS – konform

Technische Daten 1)

Widerstand TKR abs. TKR rel. R-Tol. abs. R-Tol. rel.

Wert 10 Ω ... 5 MΩ   < 10 ppm/K < 2 ppm/K <± 0,1 % < 0,05 %

1) TKRabs. – Klasseneinteilung [ppm/K]: 10; 15; 25; 50
    R-Toleranzklasseneinteilungabs. [%]: 0,1; 0,25; 0,5; 1

Die Angaben in der Tabelle sind die bestmöglich erreichbaren Werte.
Nicht alle Parameter-Kombinationen sind gleichzeitig realisierbar. Weitere auf Anfrage.

Daten soweit nicht spezifiziert: CECC 40 401-801

  Langzeitstabilität DeltaR/R

  Lagerung 125 °C/1.000 h <± 0,15 %

  Lagerung 155 °C/1.000 h <± 0,35 %

  Dauerlast P70/70 °C/1.000 h <± 0,1 %

  Feuchte Wärme (56 d/40 °C/96 %) <± 0,15 %

  Baugröße RR 2512 Stabilitäts-
klasse mW

  Belastbarkeit P70 (mW)
0,5; 1 750

0,1 400

  Isolationsspannung (VDC) 0,1; 0,5; 1 300

Typenreihe CRN
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Kundenspezifische 	
Ausführung
·	 Layoutanpassung
·	Parameter werden vom
	 Kunden vorgegeben. 		
· Kundenspezifisches
	 Layout wird in eigener 		
	 Entwicklungsabteilung	     
	 entworfen und
	 technologisch umgesetzt.

Bestellangaben
·	Widerstandswerte R1, R2
·	 Toleranzangaben R1, R2  
	 absolut
·	 Relativtoleranz
	 (R – Matching)
·	 TK R1, R2 absolut
·	 Relativ – TKR
	 (TKR – Matching)
· Stückzahl
·	 Lieferform

Lieferformen
·	 lose verpackt oder
	 Blistergurt nach
	 DIN IEC 60286-3
	 (Gurtbreite: 8 mm, 
	 Spulendurchmesser:
	 180 mm)
· 	Mindestmenge
	 lose verpackt: 
	 100 Stück pro Wert
· 	Mindestmenge
	 für Gurtung: 
	 500 Stück pro Wert

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich: 	 - 55 °C ... + 125 °C
Lötbarkeit (RoHS – konform):	 245 °C; 3 s
Lötwärmebeständigkeit:	 260 °C; 10 s

Abmessungen
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Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Merkmale
·	 Temperatursensor (PTC) in Dünnfilmtechnik
·	 Anschlussflächen einsetzbar für SMD - oder Bondmontage
·	 Widerstandselement passiviert
·	 Nach Wärmeleitfähigkeit spezielle Substratmaterialien (Quarz, Glaskeramik, Al2O3-Keramik, Silizium)
·	 RoHS – konform  

Temperatursensor (PTC)

Typenreihe TRS-C und TRS-S

Andere Parameter auf Anfrage (einschließlich Widerstandswert).

Technische Daten (baugrößenabhängig)

Baugröße TRS-C 0805 TRS-C 1206

Belastbarkeit P70
(P125 = 0 mW) 62,5 mW/mm2 125 mW/mm2

Widerstand/TKR/R-Tol. TRS-C 0805 TRS-C 1206

100 Ω
1, 5, 10 kΩ

TKR (ppm/K)
TKR-Toleranzen (ppm/K)
R-Tol. bei 25 °C

+3.300, +3.850
± 500, ± 200
± 0,5/1/5 %

+3.300, +3.850
± 500, ± 200
± 0,5/1/5 %

50 kΩ
TKR (ppm/K)
TKR-Toleranzen (ppm/K)
R-Tol. bei 25 °C

+3.300, +3.850
± 500, ± 200
± 0,5/1/5 %

Baugröße metrisch L B D C

RR0805 RR2012M 2,0± 0,1 1,25 ± 0,1 0,55 ± 0,1 0,4 ± 0,2

RR1206 RR3216M 3,2 ± 0,2 1,6 ± 0,15 0,55 ± 0,1 0,5 ± 0,2

Baugröße TRS-C / Abmessungen

(L=Länge, B=Breite, D=Dicke, C=Breite Umkontakt in mm)
Kontaktsystem: lötbar, vorverzinnt

Baugröße TRS-S / Abmessungen

Baugröße L B D

0,5 x 0,5 mm2 0,5± 0,05 0,5 ± 0,05 0,26 ± 0,05

0,76 x 0,76 mm2 0,76 ± 0,05 0,76 ± 0,05 0,26 ±0,05

2,0 x 1,0 mm2 2,0 ± 0,05 1,0 ± 0,05 0,26 ± 0,05

(L=Länge, B=Breite, D=Dicke in mm)
Kontaktsystem: lötbar, bondbar

TRS-S

25 mW/mm2

TRS-S
+3.300, +3.850

± 500, ± 200
± 0,5 / 1 /5 %

+3.300, +3.850
± 500, ± 200
± 0,5 / 1 /5 %
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Bestellangaben

Beispiel:		  TRS-C 1206 - 10 K ± 0,5 % - TK 3850 ± 200 - gegurtet

Typ Wert Toleranz TK Toleranz
TK

Lieferform,falls
nicht lose verpackt

Technische Daten

 Langzeitstabilität TRS-C TRS-S

 Lagerung 125 °C / 1.000 h <± 0,35 % <± 0,25 %

 Lagerung 155 °C / 1.000 h <± 0,5 % <± 0,25 %

 Dauerlast P70 /70 °C / 1.000 h <± 0,5 % <± 0,25 %

 Feuchte Wärme (56 d /40 °C /96 %) <± 0,75 % -

TRS-C TRS-S

Betriebstemperaturbereich - 55 °C … + 125 °C - 55 °C … + 125 °C

Lötbarkeit 1) 245 °C, 3 s
Die Bauelemente sind ausreichend
vor Umwelteinflüssen zu schützen.

Lötwärmebeständigkeit 2) 260 °C, 10 s

Spannungsfestigkeit 250 VDC 100 VDC

Daten soweit nicht spezifiziert: DIN 45912 (CECC 40401)
1) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth.1; 2) DIN IEC 68 T2-20, Ta Meth. 1A

Kundenspezifische 	
Ausführung
· Layoutanpassung
	 möglich
·	 Parameter werden vom
	 Kunden vorgegeben.

Lieferformen
·	 TRS-C: 
	 lose verpackt oder
	 Blistergurt nach
	 DIN IEC 60286-3
	 (Gurtbreite: 8 mm,
	 Spulendurchmesser:
	 180 mm)
·	Mindestmengen: 
	 lose verpackt -
	 100 Stück / Wert;
  	gegurtet -
	 500 Stück / Wert
·	 TRS-S:	
	 als Chip Trays,
	 Wafer 	geinkt,
	 Wafer gesägt auf Folie	

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Drucksensoren in Dünnfilmtechnik 
auf Metallmembranen – Standard

Anwenderspezifische Bauformen
·	 Ronden aus Edelstahl
·	Zylindrische Messkörper mit Metallmembran
·	Drucksensoren werden anwenderspezifisch, entsprechend der Messkörpervorgaben, geliefert.

Merkmale
· 	Einsatz bis 125 °C
· 	Statische und dynamische Drücke messbar
·	Dünnfilmapplikation auf Membranen aus Edelstahl
·	Messprinzip: Änderung der Brückenspannung
·	Elementarsensor ohne äußere aktive Beschaltung
·	Wheatstonesche Brücke mit kleinem Temperaturkoeffizient und hoher Genauigkeit
·	Minimale Klimaempfindlichkeit
·	Verschiedene elektrische Anschlussmöglichkeiten
·	 PTC-Temperaturwiderstand optional
·	RoHS – konform  

Typenreihe PSP8-St und PSP10-St

Layout-Kontaktsystem auf 
Metallmembran (Beispiel)

Außenanschlüsse vorverzinnt,
Kabel oder bondbar

Abmessungen Einbaubeispiel

Elektrisches Prinzipschaltbild

Widerstandswerte: 5 kΩ

Eingang

A
us

ga
ng

1 2

4 3

PSP8-St

PSP10-St
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Bestellangaben
· Typenreihe
· Druckbereich
· Brückenwiderstand
· Kompensation des
	 Stahl – TK‘s [ja/nein]
· Temperatursensor	
	 [ja/nein]
· Sonderanforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform

Technische Daten

Merkmal Einheit Baureihe PSP8-St Baureihe PSP10-St

Membranmaterial - Edelstahl (17- 4PH) Edelstahl (17- 4PH)

Außendurchmesser mm 8 10

Bauhöhe mm 4 6

Nenndruck bar
25 / 40 / 60 / 100 /
 160 / 250 / 400 /

600 / 1.000

2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 
1.000 / 1.600 / 2.000

Überlast - 2 x Nenndruck
2 x Nenndruck

(2.000 bar 1,5 x)

Berstlast - > 5 x Nenndruck
> 5 x Nenndruck
(2.000 bar 2 x)

Nennkennwert (FS) mV/V 1,8 1,8

Kennwertbereich mV/V 1,4 ... 2,3 1,4 ... 2,3

Temperaturkoeffizient des Kennwertes % FS/K + 0,01 ... + 0,03 + 0,01 ... + 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,2 < ± 0,2
Temperaturkoeffizient des

Nullsignales
% FS/K < ± 0,035 < ± 0,035

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 

Brückenwiderstandes (typ.)
ppm/K < ± 25 < ± 25

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9 > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125  / 500 125 / 500
Linearitätsfehler

Nenndruck ≤ 4 bar
Nenndruck ≥ 6 bar bis ≤ 16 bar

Nenndruck ≥ 25 bar bis ≤ 100 bar
Nenndruck > 100 bar

% FS

–
–

< 1,0
< 0,5

< 1,0
< 0,5

–
< 0,5

Hysterese % FS < 0,2 < 0,2

Wiederholbarkeit % FS < ± 0,05 < ± 0,05
Nullsignaländerung nach

72 h / 125 °C
1.000 h / 125 °C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC
% FS

< ± 0,15
< ± 0,25
< ± 0,6

< ± 0,15
< ± 0,25
< ± 0,6

10 Mio. Lastwechsel (Nenndruck) % FS < ± 0,3 < ± 0,3

Betriebstemperaturbereich °C - 40 ... + 125 - 40 ... + 125

Max. Speisespannung VDC 10 10

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Drucksensoren in Dünnfilmtechnik 
auf Metallmembranen – erweiterter Temperaturbereich

Typenreihe PSP10-ET

Merkmale
· 	Einsatz bis 200 °C
· 	Statische und dynamische Drücke messbar
·	Dünnfilmapplikation auf Membranen aus Edelstahl
·	Messprinzip: Änderung der Brückenspannung
·	Elementarsensor ohne äußere aktive Beschaltung
·	Wheatstonesche Brücke mit kleinem Temperaturkoeffizient und hoher Genauigkeit
·	Minimale Klimaempfindlichkeit 
·	 RoHS – konform

Anwenderspezifische Bauformen
·	 Ronden aus Edelstahl
·	Zylindrische Messkörper mit Metallmembran
·	Drucksensoren werden anwenderspezifisch, entsprechend der Messkörpervorgaben, geliefert.

Layout-Kontaktsystem auf 
Metallmembran (Beispiel)

Außenanschlüsse vorverzinnt,
Kabel oder bondbar

Abmessungen Einbaubeispiel

Elektrisches Prinzipschaltbild

Widerstandswerte: 5 kΩ

Eingang

A
us

ga
ng

1 2

4 3

PSP10-ET
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Merkmal Einheit Baureihe PSP10-ET

Membranmaterial - Inconel 718

Außendurchmesser mm 10

Bauhöhe mm 6

Nenndruck bar
10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 10 0/ 160 / 250 / 400 /

600 / 1.000
Überlast - 2 x Nenndruck

Berstlast - > 5 x Nenndruck

Nennkennwert (FS) mV/V 1,8

Kennwertbereich mV/V 1,4 ... 2,3

Temperaturkoeffizient des Kennwertes % FS/K + 0,01 ... + 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,2

Temperaturkoeffizient des Nullsignales % FS/K < ± 0,035

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 
Brückenwiderstandes (typ.)

ppm/K < ± 40

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500
Linearitätsfehler

Nenndruck ≤ 10 bar
Nenndruck > 10 bar

% FS < 1
< 0,5

Hysterese % FS < 0,2

Wiederholbarkeit % FS <± 0,05
Nullsignaländerung nach

72 h / 200 °C
1.000 h  / 200 °C

100 h  / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS
< ± 0,2
< ± 0,4
< ± 0,6

10 Mio. Lastwechsel (Nenndruck) % FS < ± 0,3

Betriebstemperaturbereich °C - 40 ... + 200

Max. Speisespannung VDC 10

Bestellangaben
·	 Typenreihe
·	Druckbereich
·	Brückenwiderstand
·	Kompensation des
	 Stahl – TK‘s [ja/nein]
·	 Temperatursensor	
	 [ja/nein]
·	Sonderanforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Technische Daten
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Typenreihe PSP8-SH und PSP10-SH

Drucksensoren in Dünnfilmtechnik
auf Metallmembranen – extrem medienbeständig

· 	Dynamische und statische Messungen
· 	Hervorragende technische Daten
· 	Sehr hohe Stabilität gegen Umwelteinflüsse
· 	RoHS – konform

Optionen zu den Standardelementen
· 	Zusätzliche TK-Spanne Kompensation
· 	PTC – Temperatursensor 1.000 Ohm
· 	Druckanschluss nach Kundenspezifikation fertigbar

Merkmale
· 	Extrem medienbeständig, Membran aus Hastelloy C22 
· 	Hervorragend für Applikationen z.B. in den Bereichen
	 - Öl- und Gasgewinnung
	 - Chemieanlagen
	 - Maritime Technik 

Kundenspezifische Ausführungen (z.B.)
· 	Brückenwiderstand von 3,5 KOhm bis 10 KOhm
· 	Beschaltungskonfigurationen (z.B. offene Brücke)
· 	Andere Parameter auf Anfrage

Layout-Kontaktsystem auf 
Metallmembran (Beispiel)

Außenanschlüsse vorverzinnt,
Kabel oder bondbar

Abmessungen

PSP8-SH

PSP10-SH
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Bestellangaben
·	 Typenreihe
·	Druckbereich
·	Brückenwiderstand
·	Kompensation des
	 Stahl – TK‘s [ja/nein]
·	 Temperatursensor	
	 [ja/nein]
·	Sonderanforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Merkmal Einheit Baureihe PSP8-SH Baureihe PSP10-SH

Membranmaterial - Hastelloy C22 Hastelloy C22

Außendurchmesser mm 8 10

Bauhöhe mm 4 6

Nenndruck bar
25 / 60 / 100 / 160 / 

250 / 400 / 600
10 / 16 / 1.000 / 
1.600 / 2.000

Überlast - 2 x Nenndruck
2 x Nenndruck

(1.000 bar 1,5 x)

Berstlast - 5 x Nenndruck
5 x Nenndruck
(1.000 bar 2 x)

Nennkennwert (FS) mV/V 1,8 1,8

Kennwertbereich mV/V 1,4 ... 2,5 1,4 ... 2,5

Temperaturkoeffizient des Kennwertes % FS/K + 0,01 ... + 0,03 + 0,01 ... + 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,2 < ± 0,2

Temperaturkoeffizient des Nullsignales % FS/K < ± 0,04 < ± 0,04

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 

Brückenwiderstandes (typ.)
ppm/K < ± 25 < ± 25

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9 > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500 125 / 500
Linearitätsfehler

Nenndruck ≤ 16 bar
Nenndruck 25 … 100 bar

Nenndruck 160 … 2.000 bar
% FS

–
< 1

< 0,7

< 0,5
-

< 0,7
Hysterese % FS < 0,2 < 0,2

Wiederholbarkeit % FS < ± 0,05 < ± 0,05
Nullsignaländerung nach

72 h / 85 °C
1.000 h / 75 °C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS
< ± 0,2
< ± 0,25
< ± 0,25

< ± 0,2
< ± 0,25
< ± 0,25

10 Mio. Lastwechsel (Nenndruck) % FS < ± 0,3 < ± 0,3

Betriebstemperaturbereich °C - 25 ... + 85 - 25 ... + 85

Max. Speisespannung VDC 10 10

Technische Daten
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Typenreihe PSP8-HS und PSP10-HS

Drucksensoren in Dünnfilmtechnik
auf Metallmembranen – sehr hohes Ausgangssignal

Merkmale
· 	Extrem hohe Empfindlichkeit (25 mV/V)
· 	Viele Standarddruckbereiche
· 	Hervorragende technische Daten
· 	Viele neue Designmöglichkeiten seitens des Anwenders
·	RoHS – konform  

Dank unserer neuen Sputtertechnologie sind wir in der Lage, nunmehr einen Drucksensor mit einem sehr hohen
Ausgangssignal unter Beibehaltung der üblichen mechanischen Spannungen und Kräfte herzustellen.
Dieser neue Sensor ist in den bekannten Bauformen (8 mm und 10 mm) auf Basis unseres Standard – Edelstahls verfügbar.

Optionen zu den Standardelementen
· 	Zusätzliche TK Spanne Kompensation
· 	PTC – Temperatursensor 1.000 Ohm
· 	Druckanschluss nach Kundenspezifikation fertigbar

Kundenspezifische Ausführungen (z.B.)
· 	Brückenwiderstand von 3,5 KOhm bis 10 KOhm
· 	Beschaltungskonfigurationen (z.B. offene Brücke)
· 	Andere Parameter auf Anfrage

Layout-Kontaktsystem auf 
Metallmembran (Beispiel)

Außenanschlüsse vorverzinnt,
Kabel oder bondbar

Abmessungen

PSP8-HS

PSP10-HS



27

Bestellangaben
·	 Typenreihe
·	Druckbereich
·	Brückenwiderstand
·	Kompensation des
	 Stahl – TK‘s [ja/nein]
·	 Temperatursensor	
	 [ja/nein]
·	Sonderanforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Merkmal Einheit Baureihe PSP8-HS Baureihe PSP10-SH

Membranmaterial - Edelstahl (17-4 PH) Edelstahl (17-4 PH)

Außendurchmesser mm 8 10

Bauhöhe mm 4 6

Nenndruck bar
25 / 40 / 60 / 100 / 
160 / 250 / 400 / 

600 / 1.000

2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 
1.000 / 1.600 /

2.000

Überlast - 2 x Nenndruck
2 x Nenndruck

(2.000 bar 1,5 x)

Berstlast - > 5 x Nenndruck
> 5 x Nenndruck
(2.000 bar 2 x)

Nennkennwert (FS) mV/V 25 25

Kennwertbereich mV/V 20 ... 32 20 ... 32

Temperaturkoeffizient des Kennwertes % FS/K + 0,01 ... + 0,04 + 0,01 ... + 0,04

Nullsignal mV/V < ± 5 < ± 5

Temperaturkoeffizient des Nullsignales % FS/K < ± 0,035 < ± 0,035

Brückenwiderstand kΩ 3 ... 10 3 ... 10
Temperaturkoeffizient des 

Brückenwiderstandes (typ.)
ppm/K < ± 50 < ± 50

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9 > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500 125 / 500
Linearitätsfehler

Nenndruck ≤ 4 bar
Nenndruck ≥ 6 bar bis ≤ 16 bar

Nenndruck ≥ 25 bar bis ≤ 100 bar
Nenndruck > 100 bar

% FS

–
–

< 1,0
< 0,5

< 1,0
< 0,5

–
< 0,5

Hysterese % FS < 0,2 < 0,2

Wiederholbarkeit % FS < ± 0,05 < ± 0,05
Nullsignaländerung nach

72 h / 85 °C
1.000 h / 85 °C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS
< ± 0,2
< ± 0,35
< ± 0,3

< ± 0,2
< ± 0,35
< ± 0,3

10 Mio. Lastwechsel (Nenndruck) % FS < ± 0,2 < ± 0,2

Betriebstemperaturbereich °C - 40 ... + 85 - 40 ... + 85

Max. Speisespannung VDC 10 10

Technische Daten
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Typenreihe PSP8-WL und PSP10-WL

Drucksensoren in Dünnfilmtechnik
auf Metallmembranen – Wasserstofftauglich

· 	Dynamische und statische Messungen
· 	Hervorragende technische Daten
· 	Sehr hohe Stabilität gegen Umwelteinflüsse
· 	RoHS – konform

Merkmale
· 	Extrem medienbeständig, 1.4435 (316 L) 
· 	Hervorragend für Applikationen z.B. in den Bereichen
	 - Öl - und Gasgewinnung, Wasserstoff
	 - Chemieanlagen
	 - Maritime Technik 

Optionen zu den Standardelementen
· 	Zusätzliche TK-Spanne Kompensation
· 	PTC – Temperatursensor 1.000 Ohm
· 	Druckanschluss nach Kundenspezifikation fertigbar

Kundenspezifische Ausführungen (z.B.)
· 	Brückenwiderstand von 3,5 KOhm bis 10 KOhm
· 	Beschaltungskonfigurationen (z.B. offene Brücke)
· 	Andere Parameter auf Anfrage

Layout-Kontaktsystem auf 
Metallmembran (Beispiel)

Außenanschlüsse vorverzinnt,
Kabel oder bondbar

Abmessungen

PSP8-WL

PSP10-WL
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Bestellangaben
·	 Typenreihe
·	Druckbereich
·	Brückenwiderstand
·	Kompensation des
	 Stahl – TK‘s [ja/nein]
·	 Temperatursensor	
	 [ja/nein]
·	Sonderanforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Merkmal Einheit Baureihe PSP8-WL Baureihe PSP10-WL

Membranmaterial - 1.4435 1.4435

Außendurchmesser mm 8 10

Bauhöhe mm 4 6

Nenndruck bar
25 / 60 / 100 /

160 / 250 /400 /
600 / 1.000

6 / 10 / 16 

Überlast - 2 x Nenndruck
2 x Nenndruck

(1.000 bar 1,5 x)

Berstlast - 5 x Nenndruck
5 x Nenndruck
(1.000 bar 3 x)

Nennkennwert (FS) mV/V 1,2 1,2

Kennwertbereich mV/V 0,95 ... 1,45 0,95 ... 1,45

Temperaturkoeffizient des Kennwertes % FS/K + 0,01 ... + 0,03 + 0,01 ... + 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,2 < ± 0,2

Temperaturkoeffizient des Nullsignales % FS/K < ± 0,04 < ± 0,04

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 

Brückenwiderstandes (typ.)
ppm/K < ± 25 < ± 25

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9 > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500 125 / 500
Linearitätsfehler

Nenndruck ≤ 16 bar
Nenndruck ≥ 25 bis ≤ 100 bar

Nenndruck > 100 bar
% FS

–
< 1,0
< 0,5

< 1,0
–
–

Hysterese % FS < 0,4 < 0,4

Wiederholbarkeit % FS < ± 0,05 < ± 0,05
Nullsignaländerung nach

72 h / 85 °C
1.000 h / 85 °C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS
< ± 0,2
< ± 0,25
< ± 0,25

< ± 0,2
< ± 0,25
< ± 0,25

10 Mio. Lastwechsel (Nenndruck) % FS < ± 0,3 < ± 0,3

Betriebstemperaturbereich °C - 25 ... + 85 - 25 ... + 85

Max. Speisespannung VDC 10 10

Technische Daten
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Drucksensoren in Dünnfilmtechnik 
auf Metallmembranen – Frontbündig

Typenreihe PSF-St, PSF-HT, PSF-KL und PSF-FL

Anwenderspezifische Bauformen
·	 Ronden aus Metalllegierungen
·	Zylindrische Messkörper mit Metallmembran
·	Drucksensoren werden anwenderspezifisch,
	 entsprechend der Messkörpervorgaben, geliefert.

Merkmale
· 	Statische und dynamische Drücke messbar
·	Dünnfilmapplikation auf Membranen aus Edelstahl
·	Messprinzip: Änderung der Brückenspannung
·	Elementarsensor ohne äußere aktive Beschaltung
·	Wheatstonesche Brücke mit kleinem Temperaturkoeffizient und hoher Genauigkeit
·	Minimale Klimaempfindlichkeit
·	 RoHS – konform  

Standardbauformen

Widerstandswerte: 5 kΩ

Elektrischer Anschluss:
- mit Flex-Jumper
- Einzellitzen
- oder kundenspezifisch

Elektrisches Prinzipschaltbild

Eingang

A
us

ga
ng

1 2

4 3

Bestellangaben
·	 Typenreihe
·	Druckbereich
·	Brückenwiderstand
·	Kompensation des
	 Stahl – TK‘s [ja/nein]
·	 Temperatursensor	
	 [ja/nein]
·	Sonderanforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform

PSF-St/HT PSF-KL

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Merkmal Einheit Baureihe PSF-St Baureihe PSF-HT Baureihe PSF-KL Baureihe PSF-FL

ölfrei
ölgefüllt,

mit Wellmembran
Membranmaterial - Edelstahl (17- 4 PH) Edelstahl (17- 4 PH) Edelstahl (17- 4 PH) Edelstahl (316 L)

Nenndruck bar
100 / 160 / 250 /

400
100 / 160 / 250 

 400
100 / 160 / 250 /

400  / 600

4 / 6/ 10/ 16/ 25 /
40/ 60 / 100 / 160 / 

250/ 400/ 600
Überlast -  2 x Nenndruck  2 x Nenndruck  2 x Nenndruck  2 x Nenndruck

Berstlast - > 5 x Nenndruck > 5 x Nenndruck > 5 x Nenndruck > 5 x Nenndruck

Nennkennwert (FS) mV/V 1,8 1,8 1,8 1,8

Kennwertbereich mV/V 1,5 ... 2,5 1,5 ... 2,5 1,1 ... 2,5 1,5 ... 2,5

Temperaturkoeffizient des Kennwertes % FS/K + 0,01 ... + 0,03 + 0,01 ... + 0,03 + 0,01 ... + 0,03 + 0,01 ... + 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,25 < ± 0,25 < ± 0,5 < ± 0,2

Temperaturkoeffizient des Nullsignales % FS/K < ± 0,035 < ± 0,035 < ± 0,05 < ± 0,035

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7 4 ... 7 4 ... 7 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 
Brückenwiderstandes (typ.)

ppm/K < ± 25 < ± 25 < ± 25 < ± 25

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9 > 10 9 > 10 9 > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500 500 500 125 / 500
Linearitätsfehler

Nenndruck <= 4 bar
Nenndruck ≥ 6 bar bis ≤ 16 bar

Nenndruck ≥ 25 bar bis ≤ 100 bar
Nenndruck > 100 bar

% FS

< 1
-
-
-
-

< 1
-
-
-
-

< 2
-
-
-
-

< 1
< 0,5
< 1

< 0,5
Hysterese % FS < 0,5 < 0,5 < 0,75 < 0,2

Wiederholbarkeit % FS < ± 0,2 < ± 0,2 < ± 0,2 < ± 0,05
Nullsignaländerung nach

72 h / 125 °C
1.000 h / 125 °C

72 h / 150 °C
1.000 h / 150°C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS

< ± 0,15
< ± 0,25

-
-

< ± 0,6

-
-

< ± 0,15
< ± 0,25
< ± 0,6

-
-

< ± 0,15
< ± 0,25
< ± 0,6

< ± 0,15
< ± 0,25

-
-

< ± 0,6
 Betriebstemperaturbereich °C - 40 ... + 125 - 40 ... + 150 - 40 ... + 150 - 40 ... + 125

Max. Speisespannung VDC 10 10 10 10

Technische Daten
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Merkmale
· 	Dynamische und statische Messungen
·	Dünnfilm – Sensorelement auf Edelstahlträger
·	Basissensor zum Einschweißen in Verformungskörper
·	Hohe Präzision und niedriger TK durch Wheatstone - Vollbrücke
·	Sehr hohe Stabilität gegen Umwelteinflüsse
·	RoHS – konform

Typenreihe SGI

Kraftsensorelemente in Dünnfilmtechnik
– einschweißbar

Standard Design

Typische Abmessungen Sensor fertig zum Einbau

Einschweißbereich
(z.B.: Laser Schweißung)

FEM Simulation

I.d.R. wird der Sensor mit dem 
noch vorhandenen „Handlings-
rand“ geliefert, der dann beim 
Kunden abgetrennt wird.

Ø 7,0 mm

Ø 6,7 mm

Ø 5,0 mm

0,
8 

m
m Ø 7,0 mm

Ø 6,7 mm

0,
8 

m
m

1,
3 

m
m

Sensor an diesem Rand mit dem
Verformungskörper verbinden
(z.B. mittels Laserschweißen)
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Bestellangaben
·	Abmessungen
·	Brückenwiderstand
·	 TK Spanne
	 Kompensation [ja/nein]
	 TK Nullpunkt
	 Kompensation [ja/nein]
·	 Temperatursensor
	 [ja/nein]
·	Spezielle Anforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform
	

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Merkmale Einheit Wert

Sensormaterial (Standard) - Edelstahl (17-4PH)

Außendurchmesser mm 7

Sensortyp - Vollbrücke

Nennkennwert (FS) bei 0,1% Dehnung 1) mV/V 1,8

Kennwertbereich mV/V 1,3 … 2,1

Temperaturkoeffizient des Kennwertes ²) % FS/K 0,01 ... 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,2

Temperaturkoeffizient des Nullsignale ²) % FS/K < ± 0,035

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 
Brückenwiderstandes (typ.)

ppm/K < ± 25

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500
Nullsignaländerung nach

72 h / 125 °C
1.000 h / 125 °C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS
< ± 0,15
< ± 0,3
< ± 0,6

Betriebstemperaturbereich °C - 40 ... +125

Max. Speisespannung VDC 10

Die angegebenen Daten gelten für das Sensorelement allein, d.h. ohne Verformungskörper.
1) Der Nennkennwert gilt für eine Dehnung bzw. Stauchung des Sensorelementes von  ± 0,1%.
2) Das Temperaturverhalten wird maßgeblich von der Abstimmung zwischen Sensorelement und Verformungskörper bestimmt.

Technische Daten
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Merkmale
· 	Dynamische und statische Messungen
·	Dünnfilm – Sensorelement auf Edelstahlträger
·	Basissensor zum Aufschweißen auf Verformungskörper
·	Hohe Präzision und niedriger TK durch Wheatstone - Vollbrücke
·	Sehr hohe Stabilität gegen Umwelteinflüsse
·	RoHS – konform

Typenreihe SGU

Kraftsensorelemente in Dünnfilmtechnik –
aufschweißbar

Standard Design

Typische Abmessungen

5 mm

9 
m

m

FEM Simulation
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Bestellangaben
·	Abmessungen
·	Brückenwiderstand
·	 TK Spanne
	 Kompensation [ja/nein]
	 TK Nullpunkt
	 Kompensation [ja/nein]
·	 Temperatursensor
	 [ja/nein]
·	Spezielle Anforderungen
·	Stückzahl
·	 Lieferform
	

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0

Merkmale Einheit Wert

Sensormaterial (Standard) - Edelstahl (17-4PH)

Außendurchmesser mm 7

Sensortyp - Vollbrücke

Nennkennwert (FS) bei 0,1% Dehnung 1) mV/V 1,8

Kennwertbereich mV/V 1,3 … 2,1

Temperaturkoeffizient des Kennwertes ²) % FS/K 0,01 ... 0,03

Nullsignal mV/V < ± 0,2

Temperaturkoeffizient des Nullsignale ²) % FS/K < ± 0,035

Brückenwiderstand kΩ 4 ... 7
Temperaturkoeffizient des 
Brückenwiderstandes (typ.)

ppm/K < ± 25

Isolationswiderstand (100 VDC) Ω > 10 9

Durchschlagsspannungsfestigkeit VAC 125 / 500
Nullsignaländerung nach

72 h / 125 °C
1.000 h / 125 °C

100 h / 85 °C, 85 % r.F., 5 VDC

% FS
< ± 0,15
< ± 0,3
< ± 0,6

Betriebstemperaturbereich °C - 40 ... +125

Max. Speisespannung VDC 10

Die angegebenen Daten gelten für das Sensorelement allein, d.h. ohne Verformungskörper.
1) Der Nennkennwert gilt für eine Dehnung bzw. Stauchung des Sensorelementes von  ± 0,1%.
2) Das Temperaturverhalten wird maßgeblich von der Abstimmung zwischen Sensorelement und Verformungskörper bestimmt.

Technische Daten

Kraft- und Dehnungssensoren für Spezialanwendungen
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir Dünnfilmstrukturen 
für die Messung von Kräften und Dehnungen, bei denen kommerziell erhältliche Sensoren 
nicht oder nur mit Abstrichen eingesetzt werden können.
Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf neue Herausforderungen!
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Merkmale
· 	Hochintegrierte Dünnfilm - Verdrahtung
· 	Verbindungsstrukturen in Kombination mit Flip - Chip und Chip & Wire Kontakten auf einem Substrat
· 	Substratbumping für Flip - Chip - Montage
· 	Integrierte DF – Widerstände
· 	Präzise HF – Strukturen
· 	Substratdurchkontaktierungen
· 	Verschiedene Metallisierungssysteme 
· 	Verschiedene Lötsysteme
· 	Höchste Strukturauflösung
· 	RoHS – konform

Dünnfilm Verdrahtungsträger
mit Flip-Chip, Chip & Wire- und SMD-Kontakten 

Technische Daten (Auszug)

Eigenschaft Einheit Wert Bemerkung
Schichtsysteme - CrNi, FeNi, Al, Cu, Pd, Au Andere auf Anfrage

Substratmaterial - Al2O3, AlN, ZrO2, LTCC, Borosilikatglas, 
Quarzglas, Quarz, Silizium

Andere auf Anfrage

Lötsysteme -  Bleifrei, AuSn  Mehr auf Anfrage

Bondpadsysteme - Au, Al Andere auf Anfrage

Bahnwiderstände
mΩ/□

Cu: 10
Al: 25
Au: 25

Der Wert bezieht sich auf die jeweils
von uns empfohlene Schichtdicke.

Ω CrNi: 50 … 200 Ω/□

Technische Daten (Auszug)

Schichtsystem Einheit Einsatztemperaturbereich Bemerkung
Cu °C - 55 … +125

Al °C - 55 … +150

Au Lötschichtsystem °C - 55 … +125

Ti/Pt/Au Schichtsystem °C - 55 … + 380
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Mechanische Daten

Beschreibung Einheit Wert Bemerkung

Maximale Schaltkreisgröße Zoll 5 x 5

Minimale Strukturbreite µm 5

Minimaler Strukturabstand µm 5

Minimale Padgröße µm
Flip-Chip: 100 x 140

Chip & Wire: 1.000 x 1.000

Minimaler Padabstand µm
Flip-Chip: 80

Chip & Wire: 80

Substratdicke µm
250 / 380 / 500 / 635 / 

1.000
Andere auf Anfrage

Applikationsbeispiele
· 	Hochfrequenzverdrahtungsträger
· 	Feinstleiteranwendungen
· 	Verbindungsträger für Flip-Chip Module
· 	Hochtemperatur – Verdrahtungsträger
· 	Hochzuverlässige Hybridschaltungen
· 	Medizintechnische Anwendungen
· 	Luft- & Raumfahrttechnik
· 	Öl- und Gasgewinnung

Falls Ihre Spezifikationen oder Wünsche von den Datenblattwerten abweichen oder Sie weitere Daten benötigen,
beantworten wir gerne Ihre Anfrage.

Vertrieb und
Entwicklung

Tel. +49(0)36601 858 - 0
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Technologieangebote und Dienstleistungen

Metallschichtsysteme, Isolatorschichtsysteme, Technologien

Metallschichtsysteme (Beispiele)

Trägermaterial Schichtsystem Lotsystem

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si Ti, CuNi, Cu, Ti z. B. SAC305 Sn3,0Cu0,5 1)

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si Ti, Au

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC, Stahl CrNi, Ni, Au z. B. SAC305 Sn3,0Cu0,5 1)

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC CrNi, FeNi, Au z. B. SAC305 Sn3,0Cu0,5 1)

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC, Stahl Cr, Al, FeNi z. B. SAC305 Sn3,0Cu0,5 1)

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si CrNi, Al, FeNi, Au z. B. SAC305 Sn3,0Cu0,5 1)

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC CrNi, Al, CrNi

DS-Keramik TiW, Cu z. B. SAC305 Sn3,0Cu0,5 1)

LTCC, DF-Keramik Ti, Pt

Si Pt, Au

Glas Ti, Ag

Isolatorschichtsysteme
Trägermaterial Schichtsystem Dicke

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC, Stahl SiO2 1 ... 8 µm

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC, Stahl Si3N4 0,5 ... 5 µm

Glas, DS-Keramik, DF-Keramik, Si, LTCC, Stahl SiO2/Si3N4 (Sandwich) 1 ... 10 µm

Technologien

Prozessschritt Verfahren Bemerkungen

Oberflächenbearbeitung Läppen, Polieren

Substratreinigung Chemisch, Mechanisch

Substratdesorption HF-Sputterätzen, Substratheizung im Vakuum

Beschichtung

DC-Plasmatronbeschichtung (linear)    
DC-Plasmatronbeschichtung (Rotation)

Elektronenstrahlbedampfen
HF-Plasmatronbeschichtung

Galvanik
DC-Impuls

max. 5 Schichten in Vakuumfolge

Mikrostrukturierung Fotolithografie
Strukturfehler: 0,5 µm

Strukturauflösung: 5 µm  
Maximalformat: 5“ x 5“

Formierungsprozesse Plasmaphysikalisch, Thermisch

Trimmprozesse Laserbearbeitung R-Toleranzen ≥ 0,025 %

Vereinzeln Laserschneiden, Laserritzen, Trennsägen

Konfektionierung Passivieren, Kleben, Löten, 
Elektronenstrahlschweißen, Laserschweißen

1) bleifrei
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Ihre Ansprechpartner bei SIEGERT Thinfilm Technology GmbH

Leiter Vertrieb

Tel. +49(0)36601 858 - 40

Vertriebsassistent

Tel. +49(0)36601 858 - 20
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Zentrale

Tel.	 +49(0)36601 858 - 0
E-Mail	 info@siegert-tft.de
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Besucher-Adresse:
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Str. 2
07629 Hermsdorf / Deutschland

Tel. 	+49(0)36601 858 - 0
Fax	 +49(0)36601 858 - 11 

info@siegert-tft.de
www.siegert-tft.de St

an
d:

 0
5/

20
19

SIEGERT
THINFILM TECHNOLOGY GmbH
Robert-Friese-Str. 3
07629 Hermsdorf / Deutschland

Geschäftsführer:
Dr.- Ing. Hartmut Wottawa
Dr. Franz Josef Eckle


